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La nanoelectronica déna la benvinguda als transistors. Aviat es podra treballar amb freqiiéncies de Terahertzs (1012
operacions per segon). Per aconseguir aquest objectiu, I'estudi del seu corrent no nomeés es mesurara mitjancant el
corrent de conducci6, siné també mitjancant el corrent de desplagament. Un sistema complex donada la quantitat
d'electrons amb queé es treballai que I'article seglient resol amb un model numéric que calcula el corrent total, és a dir,
conduccié més desplacament. Basada en el calcul quantic, aguesta proposta numeérica facilitara I'entrada triomfant
dels nanotransistors que, sembla ser, podran oferir una electronica més barata i petita amb multiples aplicacions.
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Figura esquematica d'un nanotransistor, en concret d'un diode tinel ressonant (RTD)

Al llarg de les uUltimes decades la industria microelectronica ha evolucionat cap a una reducci6 de la mida dels transistors fins
arribar, actualment, al rang de pocs nanometres (nanoelectronica) on els fenomens de transport involucrats dins d'aquests
dispositius s'han d'estudiar per mitja de la mecanica quantica. Aquests nanotransistors poden realitzar operacions logiques a

freqliéncies de Terahertzs (1012 operacions per segon) en lloc de les freqiiencies actuals de pocs Gigahertzs (109 operacions
per segon).

El corrent dels nanotransistors que operen a freqiiencies de Terahertzs, no només és una mesura del ritme al qual els
electrons travessen una determinada superficie del dispositiu (corrent de conduccid), sin6 que també és una mesura de les
variacions del camp eléctric en aquesta superficie (corrent de desplagament). Aixd és una conseqiiéncia directa del teorema de
conservacio de la carrega. Destaquem que per estudiar aquest tipus de sistemes és indispensable solucionar dues equacions.
La primera és I'equacié de Poisson, que ens ddna l'interaccié entre els electrons, autoconsistentment amb una segona que és
I'equacié de Schrodinger multi particula, que determina la dinamica dels electrons.
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El corrent dels nanotransistors que operen a frequiencies de Terahertzs mesuren el ritme al qual els electrons travessen una
determinada superficie del dispositiu (corrent de conduccid), i les variacions del camp eléctric en aquesta superficie (corrent de
desplagament).

En aquest sentit, en aquest article presentem un model numeéric per a calcular el corrent total (conduccié més desplagament)
per un diode tunel ressonant amb geometries dins la nanoescala. Per realitzar aquestes simulacions numeriques fem servir un
metode que resol la problematica d'estudiar sistemes de molts electrons per mitja de I'equacié de Schrodinger multi particula.
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Aix0 ho fem utilitzant trajectories (de Bohm) quantiques, associades als electrons. Aquest nou algorisme ens permet estudiar de
forma precisa el transport electronic, tant les propietats estatiques, dinamiques com de soroll en aquests dispositius electronics
de dimensions dins la nanoescala.

Aquestes propostes de nanotransistors, dins del rang dels Terahertzs, proporcionaran sistemes electronics amb importants

reduccié de costos i mides respecte d'altres propostes i es creu que tindran, en un futur immediat, importants aplicacions en
I'ambit de les telecomunicacions, tomografies mediques, analisis genétics o visualitzacié a nivell cel-lular, entre d'altres.
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